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Реферат

Отчет 228 с., 1 ч., 76 рис., 49 табл., 33 источника, 12 прил.,

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА, ГЕНЕРИРОВАНИЕ, КРЕМНИЙ, СТРУКТУРА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУР

Объектом исследования являются процессы лазерного генерирования кремниевых 

полупроводниковых пластин.

Цель работы -  исследование закономерностей и оптимизация процессов лазерного 

генерирования кремниевых полупроводниковых пластин.

В процессе работы проводились исследование характера влияния условий лазерной 

обработки кремниевых пластин на морфологию поверхности пластин, динамику распределения 

температур, распределение микродефектов, электрофизические свойства пластин.

В результате работы, проводимой в рамках программы совместных экспериментальных 

работ ВГУ и ПРУП «Завод «Транзистор», выполнено следующее: разработаны методики 

исследования морфологического и структурного модифицирования пластин в зависимости от 

условий лазерного геттерирования; проведены эксперименты по лазерному генерированию 

пластин с разной кристаллографической ориентацией и качеством поверхности при различных 

параметрах лазерной обработки (общее количество обработанных пластин около 150 шт.); 

проведены микроскопические исследования обработанных пластин и оценена эффективность 

геттерирования по методике, используемой ПРУП «Завод «Транзистор»; установлена и 

проанализирована корреляции между эффектами морфологического и структурного 

модифицирования пластин и условиями лазерного геттерирования; теоретически исследована 

динамика распределения температур при нагреве пластин лазерным излучением; разработаны 

научные подходы к определению оптимальных режимов лазерного геттерирования; исследованы 

электрофизические свойства пластин; определены оптимальные сочетания энергетических, 

пространственных и временных характеристик лазерного геттерирования, повышающих 

устойчивость пластин к циклической термообработке, улучшающих электрофизические свойства 

пластин; разработана методика проведения лазерной обработки пластин в режимах, создающих 

геттерный слой с допустимыми значениями величины прогиба пластин; проведен анализ общего 

технологического процесса производства полупроводниковых приборов и места в нем операций 

геттерирования; проведена сравнительная оценка различных вариантов оптимизации режимов 

лазерной обработки и разработана схема технологического процесса лазерного геттерирования 

пластин с учетом оптимизированных режимов лазерной обработки; проведены совместно ПРУП 

«Завод «Транзистор» работы по оптимизации процессов лазерного геттерирования на изделии 

IZ431 (СФНК-475).

Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности 

технологических процессов производства и улучшения качества кремниевых пластин.
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